
IEC ESD 保護機能搭載 SN65MLVD204B マルチポイント LVDS ライン ドライ
バ / レシーバ (トランシーバ)

1 特長
• マルチポイント データ交換について M-LVDS 標準

TIA/EIA-899 に互換

• 低電圧の差動 30Ω～55Ω ライン ドライバおよびレシ

ーバにより最高 100Mbps までの信号速度(1)に対応、

最高 50MHz のクロック周波数

– Type-2 レシーバは、断線およびアイドル バス条件

を検出するためのオフセット スレッショルドを提供

• バス I/O 保護

– >±8kV HBM
– >±8kV IEC 61000-4-2 接触放電

• ドライバ出力電圧の遷移時間制御による信号品質の
向上

• -1V～3.4V の同相電圧範囲により、2V のグランド ノイ

ズでデータ転送が可能
• ディセーブル時または VCC ≤ 1.5V 時にバス ピンが高

インピーダンス
• 200Mbps デバイスが利用可能（SN65MLVD206B）1

• SN65MLVD204A の改良された代替品

2 アプリケーション
• 低消費電力、高速、そして短距離での TIA/EIA-485 

の代替
• バックプレーンまたはケーブルによるマルチポイント デ

ータおよびクロック転送
• 携帯電話の基地局

• 基地局用スイッチ

• ネットワーク スイッチおよびルータ

3 説明
SN65MLVD204B デバイスは、最高 100Mbps の信号速

度で動作するように最適化されたマルチポイント低電圧差

動 (M-LVDS) ライン ドライバおよびレシーバです。このデ

バイス ファミリは、標準の SOIC および QFN フットプリント

に堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバを搭載しており、要

求の厳しい産業用アプリケーション向きです。バスのピン
は ESD イベントに対して強化されており、人体モデルお

よび IEC 接触放電仕様について高いレベルの保護を実

現しています。

SN65MLVD204B は、差動ドライバと差動レシーバ (トラン

シーバ) を組み合わせた製品であり、3.3V の単一電源で

動作します。このトランシーバは最高 100Mbps の信号速

度で動作するように最適化されています。

SN65MLVD204B は類似のデバイスよりも機能拡張され

ています。改良部分として、ドライバ出力のスルー レート

制御により無終端スタブからの反射を最小化し、シグナル 
インテグリティ (信号品質) を強化する機能が挙げられま

す。フットプリントの定義は同じであるため、簡単なドロップ
イン交換によりシステム性能のアップグレードが可能です。
これらのデバイスは、-40℃～85℃での動作が規定されて

います。

SN65MLVD204B M-LVDS トランシーバは、 テキサス・イ

ンスツルメンツの幅広い M-LVDS ポートフォリオの一部で

す。

製品情報 (1) 

部品番号 パッケージ 本体サイズ (公称)
SN65MLVD204B SOIC (8) 4.90mm × 3.91mm

SN65MLVD204B WQFN (16) 4.0mm x 4.0mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾
にある注文情報を参照してください。

スペーサー

D

A

B

R

DE

RE

概略回路図、SN65MLVD204B

1 ラインの信号速度は 1 秒間に行われる電圧遷移回数で、bps (Bits Per Second) 単位で表されます。
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• 「機能ブロック図」からピン番号を削除.................................................................................................................. 17
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5 ピン構成および機能

1R 8  VCC 

2RE 7  B

3DE 6  A

4D 5  GND

Not to scale

図 5-1. D パッケージ 8 ピン SOIC 上面図 
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ピンの機能
ピン

タイプ 説明
名称 番号

A 6 I/O 差動 I/O

B 7 I/O 差動 I/O

D 4 入力 ドライバ入力

DE 3 入力 ドライバイネーブルピン、High = イネーブル、Low = ディスエーブル

GND 5 電源 電源グランド

NC — NC 内部接続なし

R 1 出力 レシーバ出力

RE 2 入力 レシーバ イネーブル ピン、High = ディスエーブル、Low = イネーブル

VCC 8 電源 電源、3.3V

Y — I/O 差動 I/O

Z — I/O 差動 I/O
16

N
C

5
G

N
D

1R 12  NC

15
N

C
6

G
N

D

2RE 11  B
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V C
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13
V C

C
 

8
N

C

4D 9  NC

Not to scale

Thermal Pad

図 5-2. RUM パッケージ 16 ピン WQFN 上面図 
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ピン機能
ピン

タイプ 説明
番号 名称

1 R 出力 レシーバ出力

2 RE 入力 レシーバ イネーブル ピン、High = ディスエーブル、Low = イネーブル

3 DE 入力 ドライバイネーブルピン、High = イネーブル、Low = ディスエーブル

4 D 入力 ドライバ入力

5 GND 電源 電源グランド

6 GND 電源 電源グランド

7 NC NC 内部接続なし

8 NC NC 内部接続なし

9 NC NC 内部接続なし

10 A I/O 差動 I/O

11 B I/O 差動 I/O

12 NC NC 内部接続なし

13 VCC 電源 電源、3.3V

14 VCC 電源 電源、3.3V

15 NC NC 内部接続なし

16 NC NC 内部接続なし

TP サーマル パッ

ド
電源 サーマル パッド。ソリッド グランド プレーンに接続します。
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6 仕様
6.1 絶対最大定格
自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)

最小値 最大値 単位

電源電圧範囲、VCC (2) -0.5 4 V

入力電圧範囲
D、DE、RE -0.5 4 V

A、B -1.8 4 V

出力電圧範囲
R -0.3 4 V

A、B -1.8 4 V

連続消費電力 熱に関する情報表を参照

保管温度、Tstg -65 150 °C

(1) 「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについての

話で、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作す
ることを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。

(2) 差動 I/O バス電圧を除くすべての電圧値は、ネットワーク グランド端子を基準にしています。

6.2 ESD 定格
値 単位

V(ESD) 静電放電

接触放電、IEC 61000-4-2 に準拠 A、B ±8000

V
人体モデル (HBM)、ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 準拠、すべ

てのピン

A、B ±8000

A と B を除くすべ

てのピン
±4000

デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 準拠、

すべてのピン
すべてのピン ±1500

6.3 推奨動作条件
自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

最小値 公称値 最大値 単位

VCC 電源電圧 3 3.3 3.6 V

VIH High レベル入力電圧 2 VCC V

VIL Low レベル入力電圧 0 0.8 V

任意のバス端子 VA または VB の電圧 -1.4 3.8 V

|VID| 差動入力電圧の大きさ VCC V

RL 差動負荷抵抗 30 50 Ω

1/tUI 信号速度 100 Mbps

TA D パッケージの自由気流での動作温度 -40 85 °C

TA RUM パッケージの自由気流での動作温度 -40 125 °C
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6.4 熱に関する情報 

熱評価基準(1)

SN65MLVD204B

単位D (SOIC) RUM 
(WQFN)

8 ピン 16 ピン

RθJA 接合部から周囲への熱抵抗 112.2 39.0

℃/W

RθJC(top) 接合部からケース (上面) への熱抵抗 56.7 34.7

RθJB 接合部から基板への熱抵抗 52.8 17.7

ψJT 接合部から上面への特性パラメータ 10.3 0.6

ψJB 接合部から基板への特性パラメータ 52.3 17.7

RθJC(bot) 接合部からケース (底面) への熱抵抗 該当なし 7.5

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション レポートを参照してください。

6.5 電気的特性
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)(1)

パラメータ テスト条件 最小値 標準値
最大

値
単位

ICC 電源電流

ドライバのみ VCC で RE および DE、RL = 50Ω、その他はすべてオープン 13 22

mA
両方ディセーブル

VCC で RE、0V で DE、RL =無負荷、その他はすべてオープ

ン
1 4

両方がイネーブル 0V で RE、VCC で DE、RL = 50Ω、その他はすべてオープン 16 24

レシーバのみ 0V で RE、0V で DE、その他はすべてオープン 4 13

PD デバイス消費電力
RL = 50Ω、D への入力は 50MHz 50% デューティ サイクルの

方形波、DE = High、RE = Low、TA = 85℃ 100 mW

(1) 標準値はすべて 25℃で、3.3V の電源電圧を使用します。

6.6 電気特性 - ドライバ
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 最小値(1) 標準値 
(2) 最大値 単位

|VAB| 差動出力電圧の大きさ(3)
図 7-2 を参照

480 650 mV

Δ|VAB| ロジック状態間の差動出力電圧の大きさの変化 -50 50 mV

VOS(SS) 定常同相出力電圧

図 7-3 を参照

0.8 1.2 V

ΔVOS(SS) ロジック状態間での定常同相出力電圧の変化 -50 50 mV

VOS(PP) ピーク ツー ピークの同相出力電圧 150 mV

VA(OC) 最大定常断線出力電圧
図 7-7 を参照

0 2.4 V

VB(OC) 最大定常断線出力電圧 0 2.4 V

VP(H)
電圧オーバーシュート、Low レベルから High レベル

への出力
図 7-5 を参照

1.2VSS V

VP(L)
電圧オーバーシュート、High レベルから Low レベル

への出力
-0.2VSS V

IIH High レベル入力電流 (D、DE) VIH = 2V～VCC 0 10 µA

IIL Low レベル入力電流 (D、DE) VIL = GND～0.8V 0 10 µA

|IOS| 差動短絡出力電流の大きさ 図 7-4 を参照 24 mA

(1) このデータシートでは、最も小さい正 (最も大きな負の) 制限を最小として指定する代数的規約を使用します。

(2) 標準値はすべて 25℃で、3.3V の電源電圧を使用します。

(3) 測定機器の精度は、-40℃で 10mV です
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6.7 電気特性 - レシーバ
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件
最小

値
標準値 

(1)
最大

値
単位

VIT+
正方向の差動入力電圧
スレッショルド(2) タイプ 2

図 7-9 および表 7-1 を参照

150

mVVIT-
負方向の差動入力電圧
スレッショルド(2) タイプ 2 50

VHYS 差動入力電圧ヒステリシス (VIT+ – VIT–) タイプ 2 0

VOH High レベル出力電圧 (R) IOH = -8mA 2.4 V

VOL Low レベル出力電圧 (R) IOL = 8mA 0.4 V

IIH High レベル入力電流 (RE) VIH = 2V～VCC -10 0 µA

IIL Low レベル入力電流 (RE) VIL = GND～0.8V -10 0 µA

IOZ 高インピーダンス出力電流 (R) VO = 0 V または 3.6 V -10 15 µA

(1) 標準値はすべて 25℃で、3.3V の電源電圧を使用します。

(2) 測定機器の精度は、-40℃で 10mV です

6.8 電気的特性　–　デジタル入力および出力
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 最小値
標準値 

(1)
最大

値
単位

IA
ドライバが入力電流をディセーブルしたレシ
ーバまたはトランシーバ

VA = 3.8 V、 VB = 1.2 V、 0 32

µAVA = 0V または 

2.4V、
VB = 1.2V -20 20

VA = -1.4 V、 VB = 1.2V -32 0

IB
ドライバが入力電流をディセーブルしたレシ
ーバまたはトランシーバ

VB = 3.8 V、 VA = 1.2V 0 32

µAVB = 0V または 

2.4V、
VA = 1.2V -20 20

VB = -1.4 V、 VA = 1.2V -32 0

IAB
ドライバが差動入力電流をディセーブルした
レシーバまたはトランシーバ (IA – IB) VA = VB、 1.4 ≤ VA ≤ 3.8V -4 4 µA

IA(OFF)
レシーバまたはトランシーバの電源オフ入力
電流

VA = 3.8 V、 VB = 1.2 V、 0V ≤ VCC ≤ 1.5V 0 32

µAVA = 0V または 

2.4V、
VB = 1.2 V、 0V ≤ VCC ≤ 1.5V -20 20

VA = -1.4 V、 VB = 1.2V、 0V ≤ VCC ≤ 1.5V -32 0

IB(OFF)
レシーバまたはトランシーバの電源オフ入力
電流

VB = 3.8 V、 VA = 1.2 V、 0V ≤ VCC ≤ 1.5V 0 32

µAVB = 0V または 

2.4V、
VA = 1.2 V、 0V ≤ VCC ≤ 1.5V -20 20

VB = -1.4 V、 VA = 1.2 V、 0V ≤ VCC ≤ 1.5V -32 0

IAB(OFF)
レシーバ入力またはトランシーバの電源オフ
差動入力電流 (IA – IB) VA = VB、0V ≤ VCC ≤ 1.5V、–1.4 ≤ VA ≤ 3.8V -4 4 µA

CA
ドライバの入力容量がディセーブルされたトラ
ンシーバ。  VA = 0.4sin (30E6πt) + 0.5 V(2)、VB = 1.2V 12 pF

CB
ドライバの入力容量がディセーブルされたトラ
ンシーバ

VB = 0.4sin (30E6πt) + 0.5 V(2)、VA = 1.2V 12 pF

CAB
ドライバの差動入力容量がディセーブルされ
たトランシーバ  VAB = 0.4sin (30E6πt)V(2) 7 pF
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推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件 最小値
標準値 

(1)
最大

値
単位

CA/B
ドライバの入力容量バランスがディセーブル
されたトランシーバ、(CA/CB) 0.99 1.01

(1) 標準値はすべて 25℃で、3.3V の電源電圧を使用します。

(2) HP4194A インピーダンス アナライザ (または同等のもの)

6.9 スイッチング特性 – ドライバ
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件
最小

値
標準値 

(1)
最大

値
単位

tpLH 伝搬遅延時間、出力立ち上がり

図 7-5 を参照

2 2.5 3.5 ns

tpHL 伝搬遅延時間、出力立ち下がり 2 2.5 3.5 ns

tr 差動出力信号の立ち上がり時間 2 ns

tf 差動出力信号の立ち下がり時間 2 ns

tsk(p) パルス スキュー (|tpHL – tpLH|) 30 150 ps

tsk(pp) 部品間スキュー(2) 0.9 ns

tjit(per) 周期ジッタ、rms (1 標準偏差)(3) 50MHz クロック入力(4) 2 3 ps

tjit(pp) ピーク ツー ピーク ジッタ(3) (6) 100Mbps 215–1 PRBS 入力(5) 55 150 ps

tPHZ ディセーブル時間、High レベルから高インピーダンスへの出力

図 7-6 を参照

4 7 ns

tPLZ ディセーブル時間、Low レベルから高インピーダンスへの出力 4 7 ns

tPZH イネーブル時間、高インピーダンスから High レベルへの出力 4 7 ns

tPZL イネーブル時間、高インピーダンスから Low レベルへの出力 4 7 ns

(1) 標準値はすべて 25℃で、3.3V の電源電圧を使用します。

(2) 部品間スキューは、同じ V / T 条件で動作する 2 つのデバイス間の伝搬遅延の差として定義されます。

(3) ジッタは、設計と特性によって保証されています。スティミュラスのジッタがこの数値から減算されました。

(4) tr = tf = 0.5ns (10%～90%)、30K を超えるサンプルで測定。

(5) tr = tf = 0.5ns (10%～90%)、100K を超えるサンプルで測定。

(6) ピーク ツー ピーク ジッタには、パルス スキュー (tsk(p)) によるジッタが含まれます。

6.10 スイッチング特性 – レシーバ
推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ テスト条件
最小

値
標準値 

(1)
最大

値
単位

tPLH 伝搬遅延時間、出力立ち上がり

CL = 15pF、図 7-10 を参照

2 6 10 ns

tPHL 伝搬遅延時間、出力立ち下がり 2 6 10 ns

tr 出力信号の立ち上がり時間 2.3 ns

tf 出力信号の立ち下がり時間 2.3 ns

tsk(p) パルス スキュー (|tpHL – tpLH|) タイプ 2 CL = 15pF、図 7-10 を参照 400 750 ps

tsk(pp) 部品間スキュー(2) CL = 15pF、図 7-10 を参照 1 ns

tjit(per) 周期ジッタ、rms (1 標準偏差)(3) 50MHz クロック入力(4) 2 ps

tjit(pp) ピーク ツー ピーク ジッタ(3) (6) タイプ 2 100Mbps 215–1 PRBS 入力(5) 225 800 ps

tPHZ ディセーブル時間、High レベルから高インピーダンスへの出力

図 7-11 を参照

6 10 ns

tPLZ ディセーブル時間、Low レベルから高インピーダンスへの出力 6 10 ns

tPZH イネーブル時間、高インピーダンスから High レベルへの出力 10 15 ns

tPZL イネーブル時間、高インピーダンスから Low レベルへの出力 10 15 ns

(1) 標準値はすべて 25℃で、3.3V の電源電圧を使用します。
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(2) 部品間スキューは、同じ V / T 条件で動作する 2 つのデバイス間の伝搬遅延の差として定義されます。

(3) ジッタは、設計と特性によって保証されています。スティミュラスのジッタがこの数値から減算されました。

(4) 、VID = 400 mVpp 、Vcm = 1 V、tr = tf = 0.5 ns (10%～90%)、30K を超えるサンプルで測定。

(5) 、VID = 400 mVpp 、Vcm = 1 V、tr = tf = 0.5 ns (10%～90%)、100K を超えるサンプルで測定。

(6) ピーク ツー ピーク ジッタには、パルス スキュー (tsk(p)) によるジッタが含まれます

6.11 代表的特性

VCC (V)

V
O

D
 (

m
V

)

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
576

578

580

582

584

586

588

590

592

594

D001

TA = 25℃

図 6-1. 差動出力電圧と供給電圧との関係

SN65MLVD204B
JAJSIT1C – NOVEMBER 2015 – REVISED SEPTEMBER 2020 www.ti.com/ja-jp

10 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

Product Folder Links: SN65MLVD204B
English Data Sheet: SLLSEN0

A
D

VA
N

C
E IN

FO
R

M
ATIO

N

https://www.ti.com/product/jp/sn65mlvd204b?qgpn=sn65mlvd204b
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIT1
https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIT1C&partnum=SN65MLVD204B
https://www.ti.com/product/jp/sn65mlvd204b?qgpn=sn65mlvd204b
https://www.ti.com/lit/pdf/SLLSEN0


7 パラメータ測定情報

VAB

A

B

IA

VB

VA

VOS

VA + VB

2

VI

D

VCC

IB

II

Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

図 7-1. ドライバの電圧および電流の定義

VAB 49.9 Ω

3.32 kΩ

3.32 kΩ

_
+

-1 V ≤ Vtest <3.4 V

A

B

D

Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

A. すべての抵抗の公差は 1% です。

図 7-2. 差動出力電圧テスト回路

VOS

R1
24.9 Ω

A

C3

2.5 pF

VOS(PP) VOS(SS)

VOS(SS)

≈ 1.3 V

B

A

≈ 0.7 V

B

D

R2
24.9 Ω

C1
1 pF

C2
1 pF

Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

A. すべての入力パルスは、tr または tf ≤ 1ns、パルス周波数 = 1MHz、デューティ サイクル = 50 ±5% の特性を持つジェネレータから供給されます。

B. C1、C2、C3 には D.U.T. から 2cm 以内の計測機器および治具の容量が含まれ、公差は ±20% です。

C. R1 および R2 は金属皮膜、表面実装、公差 ±1% で、D.U.T. から 2cm 以内に配置されています。

D. VOS(PP) の測定 は、-3dB 帯域幅が 1GHz 以上のテスト機器で行います。

図 7-3. ドライバの同相モード出力電圧のテスト回路と定義

VTest

+

-

A

B

IOS

0 V or VCC

-1 V or 3.4 V

Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

図 7-4. ドライバ短絡テスト回路
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Output

A

Output

tpLH tpHL

Input

C3

0.5 pF

B

D

0 V

0.9V

V

0 V

tf tr

VCC

VCC/2

0 V

SS

SS0 V

0.1V
SS

SS

C1
1 pF

C2
1 pF

VP(H)

VP(L)

R1
50 Ω
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A. すべての入力パルスは、tr または tf ≤ 1ns、周波数 = 1MHz、デューティ サイクル = 50 ± 5% の特性を持つジェネレータから供給されます。

B. C1、C2、C3 には D.U.T. から 2cm 以内の計測機器および治具の容量が含まれ、公差は ±20% です。

C. R1 は金属皮膜、表面実装、公差 1% で、D.U.T. から 2 cm 以内に配置されています。

D. 測定は、-3dB 帯域幅が 1GHz 以上のテスト機器で行います。

図 7-5. 差動出力信号のドライバ テスト回路、タイミング、電圧の定義

A

B

R1
24.9 Ω

tpZH tpHZ

tpZL tpLZ

VCC

VCC/2

0 V

~ 0.6 V

0.1 V

0 V

~ -0.6 V

0 V

-0.1 V

DE

Output With

D at VCC

Output0 V or VCC

DE

Output With

D at 0 V

C1
1 pF

R2
24.9 Ω

C4
0.5 pF

C2
1 pF

D

C3
2.5 pF
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A. すべての入力パルスは、tr または tf ≤ 1ns、周波数 = 1MHz、デューティ サイクル = 50 ± 5% の特性を持つジェネレータから供給されます。

B. C1、C2、C3、C4 には、D.U.T. から 2cm 以内の計測機器および治具の容量が含まれ、公差は ±20% です。

C. R1 および R2 は金属皮膜、表面実装、公差 1% で、D.U.T. から 2 cm 以内に配置されています。

D. 測定は、-3dB 帯域幅が 1GHz 以上のテスト機器で行います。

図 7-6. ドライバのイネーブル / ディセーブル時間回路と定義
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A

B

0 V or VCC

1.62 kΩ , ±1%VA, VB

Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

図 7-7. 最大定常状態出力電圧

tc(n)

1/f0

0 V

0 V

Period Jitter

0 V Diff

Peak to Peak Jitter

1/f0

PRBS INPUT

OUTPUT

VA -VB

VA -VB

CLOCK

INPUT

IDEAL

OUTPUT

ACTUAL

OUTPUT

VCC

VCC/2

tjit(per) = ! tc(n) -1/f0 !

tjit(pp)

0 V

VCC

VCC/2

0 V

VA -VB

VA -VB
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A. すべての入力パルスは、Agilent 81250 Stimulus System から供給されます。

B. 測定は、TDSJIT3 アプリケーション ソフトウェアを実行している TEK TDS6604 で行います。

C. 周期ジッタは、100MHz 50 ±1% デューティ サイクルのクロック入力を使用して測定します。

D. サイクル間ジッタは、100Mbps 215–1 PRBS 入力を使用して測定します。

図 7-8. ドライバのジッタ測定波形

(VA + VB)/2

IO
R

VCM
VO

VID

VA

IA
A

B

IB
VB

Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

図 7-9. レシーバの電圧および電流の定義

表 7-1. Type-2 レシーバの入力スレッショルド テスト電圧
印加電圧

結果として生じる
差動入力電圧

結果として生じる
同相モード入力電圧 レシーバ

出力(1)
VIA VIB VID VIC

2.400 0.000 2.400 1.200 H

0.000 2.400 -2.400 1.200 L
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表 7-1. Type-2 レシーバの入力スレッショルド テスト電圧 (続き)

印加電圧
結果として生じる
差動入力電圧

結果として生じる
同相モード入力電圧 レシーバ

出力(1)
VIA VIB VID VIC

3.475 3.325 0.150 3.4 H

3.425 3.375 0.050 3.4 L

-0.925 -1.075 0.150 -1 H

-0.975 -1.025 0.050 -1 L

(1) H = High レベル、L = Low レベル、出力状態はレシーバがイネーブルであると仮定 (RE = L)

1.2 V

1 V

tpLH

0.2 V

–0.2 V

VA

VB

VID

90%
VOH

VOL

tpHL

10%

tf tr

VO

VCC/2

VO

VID

VB

VA CL

0 V

15 pF

A. すべての入力パルスは、tr または tf ≤ 1ns、周波数 = 1MHz、デューティ サイクル = 50 ± 5% の特性を持つジェネレータから供給されます。CL 

は、公差 20% の低損失セラミック表面実装コンデンサと、D.U.T. から 2cm 以内の治具容量を組み合わせたものです。

B. 測定は、-3dB 帯域幅が 1GHz 以上のテスト機器で行います。

図 7-10. レシーバのタイミング テスト回路と波形
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15 pF

tpZL
tpLZ

VOL

VOL +0.5 V

VO

RL
499 Ω

_
+

VTEST

B

A

RE

1.2 V

Inputs

VCC

1 V

VCC

VCC/2

0 V

VCC
VCC/2

VTEST

A

RE

R

0 V

1.4 VA

tpZH
tpHZ

0 V

VOH –0.5 V

VCC

VCC/2

0 V

VOH

VCC/2

RE

VO

R

Output

VTEST

CL

A. すべての入力パルスは、tr または tf ≤ 1ns、周波数 = 1MHz、デューティ サイクル = 50 ± 5% の特性を持つジェネレータから供給されます。

B. RL は公差 1%、金属皮膜、表面実装で、D.U.T. から 2cm 以内に配置されています。

C. CL は、DUT から 2cm 以内の計測機器および治具の容量で、±20% です。

図 7-11. レシーバのイネーブル / ディセーブル時間テスト回路と波形
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A. すべての入力パルスは、Agilent 8304A Stimulus System から供給されます。

B. 測定は、TDSJIT3 アプリケーション ソフトウェアを実行している TEK TDS6604 で行います。
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C. 周期ジッタは、50MHz 50 ±1% デューティ サイクルのクロック入力を使用して測定します。

D. サイクル間ジッタは、100Mbps 215–1 PRBS 入力を使用して測定します。

図 7-12. レシーバのジッタ測定波形
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8 詳細説明
8.1 概要
SN65MLVD204B は、最高 100 Mbps の信号速度で動作するように最適化されたマルチポイント低電圧差動信号方式 

(M-LVDS) ライン ドライバおよびレシーバです。すべての部品がマルチポイント低電圧差動信号伝送 (M-LVDS) 規格 

TIA/EIA-899 に準拠しています。これらの回路は TIA/EIA-644 規格に準拠した LVDS 対応の回路に類似しており、マル

チポイント アプリケーションに対応する機能が追加されています。ドライバ出力は、最小 30 Ω の負荷を供給するマルチポ

イント バスをサポートするように設計されており、バックボーンの伝送ラインからスタブをオフにできるように、制御された遷

移時間が組み込まれています。

SN65MLVD204B は、–1 V ～ 3.4V の同相電圧範囲にわたってわずか 50mV の差動入力電圧でバス状態を検出する 

Type-2 レシーバを内蔵しています。Type-2 レシーバは、開路、アイドルバス、その他のフォルト状態で既知の出力状態

を提供するためのオフセット スレッショルドを備えています。

8.2 機能ブロック図

D

A

B

R

DE

RE

図 8-1. SN65MLVD204B ブロック図

8.3 機能説明
8.3.1 パワーオン リセット
SN65MLVD204B デバイスは、3V～3.6V の範囲の電源電圧で動作し、この範囲について規定されている性能要件をす

べて満たしています。電源電圧が 1.5V を下回ると (または、電源がオンになってまだ 1.5V に達していなとき)、 パワーオ

ン リセット回路により、ドライバ出力が高インピーダンス状態に設定されます。

8.3.2 ESD 保護
SN65MLVD204B のバス端子は、±8kV 人体モデル (HBM) および ±8kV IEC61000-4-2 接点放電に対するオンチップ 

ESD 保護を備えています。IEC-ESD テストは、HBM-ESD テストよりはるかに厳しいものです。IEC モデルでは、充電容

量 CS が 50% 高く、放電抵抗 RD が 78% 低いため、HBM モデルよりも放電電流が大幅に大きくなります。

IEC 61000-4-2 規格で規定されているように、接触放電が優先されるテスト方法です。IEC エアギャップ試験の再現性は

接触試験より低いですが、接触放電試験の結果から空気放電保護レベルが推測されます。
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図 8-2. HBM と IEC の ESD モデルと比較時の電流 (HBM 値は括弧内)

8.4 デバイスの機能モード
8.4.1 VCC < 1.5V での動作
この状況ではバスピンが高インピーダンスになります。

8.4.2 1.5V ≤ VCC 3V での動作
1.5V ≤ VCC 3V の範囲の電源電圧での動作は未定義であり、この範囲内でのデバイス性能は保証されません。

8.4.3 3 V ≤ VCC < 3.6 V での動作
電源電圧が 3 V 以上 3.6 V 以下での動作は、通常の動作です。

8.4.4 デバイス機能表
表 8-1. Type-2 レシーバ (1) 

入力 出力

VID = VA – VB RE R
VID ≥ 150 mV L H

50mV < VID < 150 mV L ?

VID ≤ 50mV L L

X H Z

X オープン Z

(1) H = High レベル、L = Low レベル、Z = 高インピーダンス、X = ドント ケア、？- 不定

表 8-2. ドライバ (1) 

入力 イネーブル 出力

D DE A B
L H L H

H H H L

オープン H L H

X オープン Z Z

X L Z Z

(1) H = High レベル、L = Low レベル、Z = 高インピーダンス、X = ドント ケア、？- 不定
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8.4.5 等価な入力および出力回路図
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9 アプリケーションと実装
注

以下のアプリケーションのセクションにある情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI はその正確性も

完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していた
だくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があ
ります。

9.1 使用上の注意
SN65MLVD204B は、マルチポイントラインドライバおよびレシーバです。これらのデバイスの機能はシンプルであると同

時に非常に柔軟性が高く、ワイヤレス ベースステーションからデスクトップ コンピュータまで、幅広い設計で使用できま

す。

9.2 代表的なアプリケーション
9.2.1 マルチポイント通信
マルチポイント構成では、多数のトランスミッタと多数のレシーバを 1 本の伝送ラインで相互接続できます。マルチドロップ

と比較した場合の主な違いは、2 つ以上のドライバが存在することです。このような状況では、ポイント ツー ポイントまたは

マルチドロップのシステムでは対処できない競合の問題が発生します。マルチポイント動作により、1 組の平衡な媒体ペア

で双方向の半二重通信が可能になります。伝送ライン全体で各種ドライバの位置をサポートするために、伝送ラインの二
重終端が必要になっています。

システム設計者が直面する主な課題は、デバイス負荷とデバイス接続 (スタブ) によって共通のバスに発生するインピーダ

ンスの不連続性です。マルチポイント トポロジでエラーのない信号伝送を実現するには、負荷バスのインピーダンスをマッ

チングし、信号エッジが制御された信号ドライバを使用することが重要です。

R
D

R
D

R
D

R
D

~100 Ω~ ~100 Ω~

図 9-1. マルチポイント構成

9.2.2 設計要件
この設計例では、表 9-1 に記載されているパラメータを使用します。

表 9-1. 設計パラメータ
パラメータ 値

ドライバ電源電圧 3～3.6V

ドライバの入力電圧 0.8～3.3V

ドライバの信号速度 DC～100Mbps

相互接続特性インピーダンス 100 Ω

終端抵抗 (差動) 100 Ω

レシーバ ノード数 2～32

レシーバ電源電圧 3～3.6V

レシーバの入力電圧 0～(VCC – 0.8)V

レシーバの信号速度 DC～100Mbps

ドライバとレシーバの間のグランド シフト ±1V
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9.2.3 詳細な設計手順
9.2.3.1 電源電圧
SN65MLVD204B は、単電源で動作します。デバイスは、最低 3 V、最高 3.6 V の電源での動作をサポートしています。

9.2.3.2 電源バイパス容量
バイパス コンデンサは、パワー ディストリビューション回路で重要な役割を果たします。低周波数では、電源の端子間イン

ピーダンスは極めて低くなっています。ただし、より高い周波数の電流が電源パターンを伝搬するため、電源でグランドへ
の低インピーダンス パスを維持できないことがよくあります。この欠点に対処するために、バイパス コンデンサを使用しま

す。通常、ボード レベルで大容量のバイパス コンデンサ (10μF から 1000μF) を使用すると、kHz レンジまでの範囲で良

好な成果を達成できます。リード線のサイズと長さの関係で、大きなコンデンサはスイッチング周波数で大きなインダクタン
ス値を持つ傾向があります。この問題を解決するには、より小型のコンデンサ (nF～μF) を IC の隣にローカルに取り付け

る必要があります。

積層セラミック チップまたは表面実装コンデンサ (サイズ 0603 または 0805) は、バイパス コンデンサのリード インダクタ

ンスが約 1nH であるため、高速環境でのリード インダクタンスを最小限に抑えます。たとえば、リードがある標準的なコン

デンサのリード インダクタンスは約 5nH です。

M-LVDS チップでローカルで使用するバイパス コンデンサの値は、Howard Johnson と Martin Graham による『High 
Speed Digital Design – A Handbook of Black Magic (高速デジタル設計 - ブラックマジックのハンドブック)』(1993 年) 
に従って 式 1 および 式 2 で決定できます。4ns の控えめな立ち上がり時間と、100mA のワーストケースの消費電流変

化に、テキサス・インスツルメンツが提供するすべての M-LVDS デバイスが対応しています。この例では、最大許容電源ノ

イズは 100mV ですが、この値は設計で利用可能なノイズ バジェットによって異なります。

Maximum Step Change Supply Current
chip Rise Time

Maximum Power Supply Noise

I
C T

V

æ öD
= ´ç ÷

ç ÷Dè ø (1)

MLVDS

100 mA
C 4ns 0.004 F

100 mV

æ ö
= ´ = mç ÷

è ø (2)

図 9-2 は、リード インダクタンスを低減し、基板レベルのコンデンサ (10µF) と上記の容量値 (0.004µF) との間の中間周

波数をカバーする構成を示しています。最小の容量をチップにできる限り近づけて配置します。

0.1 µF 0.004 µF

3.3 V

図 9-2. 推奨される M-LVDS バイパス コンデンサのレイアウト
9.2.3.3 ドライバの入力電圧
入力段は LVTTL 信号を受け取ることができます。ドライバは約 1.4V の決定スレッショルドで動作します。

9.2.3.4 ドライバ出力電圧
ドライバの公称条件での定常同相モード出力電圧は 1V、差動信号は 540V です。

9.2.3.5 終端抵抗
すでに説明したように、M-LVDS 通信チャネルは、2 つの抵抗性負荷で終端された伝送ラインを駆動する電流源を使用

します。これらの負荷は、送信された電流をレシーバ入力の電圧に変換する役割を果たします。良好なシグナル インテグ

リティを確保するには、終端抵抗を伝送ラインの特性インピーダンスにマッチングする必要があります。終端抵抗がメディ
アの公称特性インピーダンスの 10% 以内であることを確認する必要があります。伝送ラインのインピーダンスが 100Ω を
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目標としている場合、終端抵抗は 90Ω～110Ω にする必要があります。通常、ライン終端抵抗は伝送ラインの終端に配置

します。

9.2.3.6 レシーバの入力信号
本製品の M-LVDS レシーバは M-LVDS 規格に準拠しており、バスの状態を正しく判定します。これらのデバイスは 

Type-1 および Type-2 レシーバを搭載しており、-1V～3.4V の同相範囲にわたってわずか 50mV の差動電圧でバス状

態を検出できます。

9.2.3.7 レシーバ入力スレッショルド (フェイルセーフ)

MLVDS 規格では、Type-1 レシーバと Type-2 レシーバが定義されています。Type-1 レシーバの差動入力電圧スレッシ

ョルドはほぼ 0V です。Type-2 レシーバの差動入力電圧スレッショルドは 0V からのオフセットで、これにより電圧差がな

いことを検出します。オフセット入力がレシーバ出力に与える影響を 表 9-2 および 図 9-3 に示します。

表 9-2. レシーバ入力電圧スレッショルドの要件
レシーバのタイプ 出力 Low 出力 High

タイプ 1 –2.4V ≤ VID ≤ –0.05V 0.05V ≤ VID ≤ 2.4V

タイプ 2 –2.4V ≤ VID ≤ 0.05V 0.15 V ≤ VID ≤ 2.4V
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図 9-3. 遷移領域を示すレシーバ差動入力電圧の拡大グラフ
9.2.3.8 レシーバ出力信号
電源電圧が 3V～3.6V の範囲内である場合、レシーバ出力は LVTTL の出力電圧規格に準拠します。

9.2.3.9 メディアの相互接続
ドライバとレシーバの間の物理的な通信チャネルには、M-LVDS 規格の要件を満たす、任意の平衡状態の金属導体ペア

を使用できます。ここではその重要なポイントを示します。このメディアには、ツイスト ペア、Twinax、フラットリボン ケーブ

ル、または PCB パターンを使用できます。

相互接続の公称特性インピーダンスは 100Ω～120Ω で、変動が 10% を超えないようにする必要があります (90 Ω～

132 Ω)。

9.2.3.10 PCB の伝送ライン
SNLA187 に従い、プリント基板 (PCB) で一般的に使用されるいくつかの伝送ライン構造を、図 9-4 に示します。それぞ

れの構造は、信号線と、その長さに沿って一様な断面を持つ帰路で構成されます。マイクロストリップは最上層 (または最

下層) にある信号パターンで、グランドまたは電源プレーンの帰路から誘電体層で分離されています。ストリップラインは内

層の信号パターンであり、信号パターンの上下のグランド プレーンとの間に誘電体層があります。構造の寸法と誘電体の

特性によって、伝送ライン (制御インピーダンス伝送ラインとも呼ばれます) の特性インピーダンスが決まります。
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2 本の信号線をその近くに配置すると、結合された伝送線のペアが形成されます。図 9-4 に、エッジ結合マイクロストリッ

プ、およびエッジ結合またはブロードサイド結合ストリップラインの例を示します。差動信号によって励起される場合、結合
された伝送ラインは差動ペアと呼ばれます。各ラインの特性インピーダンスを奇数モード インピーダンスと呼びます。各ラ

インの奇数モード インピーダンスの合計が、差動ペアの差動インピーダンスになります。パターンの寸法と誘電体の特性

に加えて、2 つのパターン間の間隔によって相互結合が決まり、差動インピーダンスに影響を与えます。2 本のラインがす

ぐ隣接している場合 (たとえば S が W の 2 倍に満たない場合)、その差動ペアは密結合差動ペアと呼ばれます。長さ方

向に一定の差動インピーダンスを維持するには、パターンの幅と間隔を長さ方向で均一に保ち、2 つのラインの間に良好

な対称性を維持することが重要です。
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図 9-4. 制御インピーダンス伝送ライン
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9.2.4 アプリケーション曲線

VCC = 3.3V TA = 25℃

図 9-5. ドライバ立ち下がり時間

VCC = 3.3V TA = 25℃

図 9-6. ドライバ立ち上がり時間
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10 電源に関する推奨事項
このデータシートに記載されている M-LVDS ドライバおよびレシーバは、単一の電源で動作するように設計されていま

す。ドライバとレシーバの両方が 3V～3.6V の範囲の電源電圧で動作します。代表的なアプリケーションでは、ドライバと

レシーバが別々のボードに配置されている場合も、別々の機器に配置されている場合もあります。このような場合、それぞ
れの場所で個別の電源が使用されます。ドライバ電源とレシーバ電源の間で想定されるグランド電位差は ±1V 未満で

す。基板レベルおよびローカル デバイス レベルのバイパス容量を使用する必要があり、これは電源バイパス容量にカバ

ーされています。
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11 レイアウト
11.1 レイアウトのガイドライン
11.1.1 マイクロストリップとストリップラインのトポロジ
SLLD009 に従い、プリント基板には通常、2 つの伝送ラインのオプションが用意されています。マイクロストリップとストリッ

プラインです。マイクロストリップは、図 11-1 に示すように、PCB の外層のパターンです。

図 11-1. マイクロストリップのトポロジ

一方、ストリップラインは 2 つのグランド プレーン間のパターンです。ストリップラインは、基準プレーンが埋め込まれたパ

ターンを効果的にシールドするため、放射と外部からの影響に関する問題を受けにくくなります。ただし、高速伝送を考え
ると、2 つのプレーンを並べて使用すると、静電容量が増加します。可能であれば、M-LVDS 信号がマイクロストリップ伝

送ラインを通るようにすることを推奨します。PCB パターンを使用すると、全体のノイズ バジェットと反射許容量に基づい

て、ZO に必要な公差を指定できます。脚注 11、22、33 に、差動およびシングルエンド パターンの ZO および tPD の式を

示します。2 3 4

図 11-2. ストリップラインのトポロジ

11.1.2 誘電体の種類と基板構造
ボードを伝搬する信号の速度によって誘電体の選択が決まります。FR-4 または同等の製品は、通常、M-LVDS 信号で

使用するのに十分な性能を発揮します。TTL/CMOS 信号の立ち上がり / 立ち下がり時間が 500ps 未満であれば、

Rogers™ 4350 や Nelco N4000-13 のような誘電率が 3.4 に近い材料の方がより適していることが経験的に示されてい

ます。設計者が誘電体を選択しても、性能に影響を及ぼす可能性のある、基板構造に関連する複数のパラメータが存在

2 Howard Johnson & Martin Graham.1993.High Speed Digital Design – A Handbook of Black Magic.Prentice Hall PRT.ISBN number 
013395724.

3 Mark I. Montrose.1996.Printed Circuit Board Design Techniques for EMC ComplianceIEEE Press.ISBN number 0780311310.
4 Clyde F. Coombs, Jr. Ed, Printed Circuits Handbook, McGraw Hill, ISBN number 0070127549.
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します。以下に示す一連のガイドラインは、M-LVDS デバイスを使用するいくつかの設計により、実験的に策定されたもの

です。

• 銅の重量：15g または 1/2 オンスからメッキを開始し、30g または 1 オンスにする

• 露出した回路はすべて、7.62μm または 0.0003 インチ (最小値) の半田メッキ (60/40) を行う必要があります。

• スルーホールの銅めっきは 25.4μm または 0.001 インチ (最小値) である必要があります。

• 高温エア レベリングによるベア銅箔上の半田マスク

11.1.3 推奨されるスタック レイアウト
選択した誘電体と設計仕様に従って、スタックで使用するレベルの数を決定する必要があります。TTL/CMOS から M-
LVDS へのクロストークを低減するには、図 11-3 に示すように、少なくとも 2 つの独立した信号プレーンを用意することを

推奨します。

Layer 4: Routed Plane (TTL/CMOS Signals)

Layer 3: Power Plane

Layer 2: Ground Plane

Layer 1: Routed Plane (MLVDS Signals)

図 11-3. 4 層 PCB 基板

注

2 層と 3 層の間隔は 127μm (0.005 インチ) である必要があります。電源プレーンとグランド プレーンの緊密

な結合を維持することで、増加した容量は過渡信号に対するバイパスとして機能します。

最も一般的なスタック構成の 1 つは、図 11-4 に示す 6 層基板です。

Layer 4: Routed Plane (TTL Signals)

Layer 3: Power Plane

Layer 2: Ground Plane

Layer 1: Routed Plane (MLVDS Signals)

Layer 4: Ground Plane

Layer 5: Ground Plane

図 11-4. 6 層 PCB 基板

この具体的な構成では、少なくとも 1 つのグランド プレーンを使用して、各信号層を電源プレーンから絶縁できます。そ

の結果、シグナル インテグリティは向上しますが、製造にはコストがかかります。レイアウト設計者が信号層 1 および 6 の
グランド プレーンへのリファレンスを確保できることに加えて、信号層と基準プレーンの間の距離を柔軟に変更できるた

め、6 層基板の使用が推奨されます。

11.1.4 パターン間の分離
パターンの間隔はいくつかの要因に依存しますが、通常は許容される結合の量によって実際の間隔が決まります。低ノイ
ズ結合では、電磁場の打ち消しを活用するために、M-LVDS リンクの差動ペアが密接に結合していることが必要です。こ

れらのパターンは 100Ω 差動で、この要件に最も適した方法で結合する必要があります。さらに、差動ペアは平衡を保つ

ために同じ電気的長さを持つ必要があり、これにより、スキューと信号反射の問題を最小限に抑えることができます。

隣接するシングルエンド パターンが 2 つある場合、3W のルールを使用する必要があります。このルールでは、2 つのパ

ターン間の距離は、単一パターンの幅の 2 倍、またはパターンの中心からパターンの中心まで測定した幅の 3 倍を超え

る必要があります。このように分離を増やすことで、クロストークの可能性が実質的に減少します。隣接する M-LVDS 差動

ペア間の分離にも、パターンがエッジ結合かブロードサイド結合かにかかわらず、同じルールを適用する必要があります。
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図 11-5. シングルエンドおよび差動パターンの 3W ルール (上面図)

オートルータを使用する場合は、クロストークや信号反射に影響するすべての要因を考慮しているとは限らないため、注
意が必要です。たとえば、信号路の不連続性を防ぐために、90° の急な角を避けることが最善です。45° の角を連続して

使用すると、反射を最小限に抑える傾向があります。

11.1.5 クロストークおよびグランド バウンスの最小化
クロストークを低減するには、高周波電流の帰路を、発生元のパターンにできるだけ近い場所に配置することが重要で
す。通常、グランド プレーンでこれを実現できます。リターン電流は常に最小のインダクタンスのパスを選択するため、元

のパターンのすぐ下に戻る可能性が最も高く、クロストークを最小化できます。電流ループの面積を小さくすると、クロスト
ークの可能性も低くなります。パターンをできる限り短くし、その下に連続したグランド プレーンを配置することで、放射さ

れる電磁界強度を最小化できます。グランド プレーンが不連続だと帰路のインダクタンスが増加するため、回避する必要

があります。

11.1.6 デカップリング
高速デバイスの各電源リードまたはグランド リードは、低インダクタンスのパスを経由して PCB に接続する必要がありま

す。最良の結果を得るには、1 つ以上のビアを使用して電源ピンまたはグランド ピンを近くのプレーンに接続します。パタ

ーンのインダクタンスの増加を避けるため、ビアをピンのすぐ隣に配置するのが理想的です。電源プレーンを基板の最上
面に近づけて配置すると、実効ビアの長さと、それに関連するインダクタンスが減少します。
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図 11-6. 低インダクタンスで大容量の電源接続

バイパス コンデンサは、VDD ピンの近くに配置する必要があります。角の近くやパッケージの下に配置することで、ループ

面積を最小限に抑えることができます。これにより、増加した容量の有効な周波数範囲が拡張されます。コンデンサのボ
ディ インダクタンスを最小化するため、小型のコンデンサ (0402 や 0201、または X7R 表面実装コンデンサなど) を使用

する必要があります。各バイパス コンデンサは、#none#(a) に示すように、コンデンサのパッドに接するビア経由で、電源

およびグランド プレーンに接続されます。

サイズ 0402 の X7R 表面実装コンデンサのボディ インダクタンスは約 0.5nH です。30MHz を上回る周波数では、X7R 
コンデンサは低インピーダンスのインダクタとして動作します。動作周波数範囲を数百 MHz に拡張するため、一般的に 
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100pF、1nF、0.03μF、0.1μF などの値のコンデンサ アレイを並列に使用します。最も効果的なバイパス コンデンサは、2
～3mil の間隔で、電源とグランドの層を挟んで形成できます。FR4 誘電体を 2mil で使用した場合、PCB 1 平方インチあ

たり約 500pF になります。多くの高速デバイスでは、パッケージの裏面で低インダクタンスの GND 接続が提供されてい

ます。このセンター パッドは、ビアのアレイを介してグランド プレーンに接続する必要があります。ビア アレイにより、グラン

ドへの実効インダクタンスが減少し、小型の表面実装 (SMT) パッケージの放熱性能が向上します。パッド接続の周囲に

ビアを配置することで、適切な熱の拡散と、可能な限り低いダイ温度を確保できます。2 つの GND プレーンを使用して高

性能デバイスを PCB の反対側に配置すると (図 9-4 を参照)、熱伝達のための複数の経路が形成されます。多くの場

合、PCB の熱に関する問題は、あるデバイスが別のデバイスに熱を加えることで発生し、その結果、局所的な温度が非常

に高くなります。熱伝達のための複数の経路がこの可能性を最小限に抑えます。多くの場合、GND パッドは、#none#(b) 
に示すようにパッド間の間隔が不十分なため、最適なデカップリング レイアウトを実現できません。この現象が発生した場

合、ボードの裏面にデカップリング コンデンサを配置することで、追加のインダクタンスを最小限に抑えることができます。

VDD ビアは、十分な半田マスク領域を確保しながら、デバイスのピンにできる限り近づけて配置することが重要です。ビア

がオープンのままの場合、ハンダがパッドからビア バレルに流れる可能性があります。この場合、半田接続が不十分にな

ります。

0402

(a)
0402

VDD

IN±

IN+

(b)

11.2 レイアウト例
クロストークの可能性を最小限に抑えるため、個々のパターンの幅の少なくとも 2 倍または 3 倍の間隔で、シングルエンド

のパターンと差動ペアを分離する必要があります。立ち上がり時間または立ち下がり時間の波長より短い間隔で並列に配
線されるシングルエンドのパターンでは、通常、クロストークは無視できるほど小さくなります。クロストークを低減するため、
長い並列配線の場合は信号路間の間隔を増やします。図 11-7 に示すように、基板の面積が限られている場合、配線パ

ターン レイアウトを交互に配置することにはメリットがあります。

Layer 6

Layer 1

図 11-7. 交互パターンのレイアウト

www.ti.com/ja-jp
SN65MLVD204B

JAJSIT1C – NOVEMBER 2015 – REVISED SEPTEMBER 2020

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated 資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信 29

Product Folder Links: SN65MLVD204B
English Data Sheet: SLLSEN0

A
D

VA
N

C
E 

IN
FO

R
M

AT
IO

N

https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/product/jp/sn65mlvd204b?qgpn=sn65mlvd204b
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJSIT1
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJSIT1C&partnum=SN65MLVD204B
https://www.ti.com/product/jp/sn65mlvd204b?qgpn=sn65mlvd204b
https://www.ti.com/lit/pdf/SLLSEN0


この構成では、異なる層に交互の信号パターンが配置されるため、パターン間の水平間隔は個々のパターンの幅の 2 倍
または 3 倍未満にできます。グランド信号路の連続性を確保するため、図 11-8 に示すように、すべての信号ビアに隣接

するグランド ビアを配置することを推奨します。ビアを使用すると追加の容量が発生することに注意してください。たとえ

ば、代表的なビアには、FR4 で 1/2pF から 1pF への容量増加効果があります。

Signal Trace

Uninterrupted Ground Plane

Signal Trace

Uninterrupted Ground Plane

Signal Via

Ground Via

図 11-8. グランド ビアの位置 (側面図)

デバイスのグランド ピンを PCB のグランド プレーンに短く低インピーダンスで接続すると、グランド バウンスが低減されま

す。グランド プレーンの穴や切り欠きがリターン電流のループ面積を増やすような不連続性を形成する場合、電流のリタ

ーン パスに悪影響を及ぼす可能性があります。

EMI の問題を最小限に抑えるため、パターンの下に不連続が生じることを避け (穴、スリットなど)、パターンをできるだけ

短くすることを推奨します。機能を混在させるのではなく、類似の機能を同じ領域にすべて配置してボードを適切にゾーニ
ングすることは、外部からの影響の受けやすさに関する問題を低減するのに役立ちます。
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12 デバイスおよびドキュメントのサポート
12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。右上のアラ
ートを受け取るをクリックして登録すると、製品情報の更新に関する週次ダイジェストを受け取れます。変更の詳細につい
ては、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

12.2 サポート・リソース
TI E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得

ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ること
ができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により、現状のまま提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕
様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツ
ルメンツの使用条件を参照してください。

12.3 商標
Rogers™ is a trademark of Rogers Corporation.
TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

12.4 静電気放電に関する注意事項
この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うこと

を推奨します。正しい ESD 対策をとらないと、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずか

に変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

12.5 用語集
テキサス・インスツルメンツ用語集 この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。
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13 メカニカル、パッケージ、および注文情報
以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイ
スに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本
データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。
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13.1 付録：パッケージ オプション
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13.1.1 パッケージ情報
発注可能なデバイス

ステータ
ス (1)

パッケー
ジ タイプ

パッケー
ジ図

ピン
パッケー
ジの数量

エコ プラン (2) リード / ボー

ル仕上げ

MSL ピーク温度 
(3) 動作温度 (℃) デバイス マーキング(4) 

(5)

SN65MLVD204B アクティ
ブ

SOIC D 8 75
グリーン 

(RoHS 準拠、

Sb/Br 非含有)

CU 
NIPDAU

レベル-1-260C-
UNLIM -40～85 MF204B

SN65MLVD204BR アクティ
ブ

SOIC D 8 2500
グリーン 

(RoHS 準拠、

Sb/Br 非含有)

CU 
NIPDAU

レベル-1-260C-
UNLIM -40～85 MF204B

SN65MLVD204BRUM プレビュ
ー

WQFN RUM 16 250
グリーン 

(RoHS 準拠、

Sb/Br 非含有)

CU 
NIPDAU

レベル-1-260C-
UNLIM -40～125 MF204B

SN65MLVD204BRUM
R

プレビュ
ー

WQFN RUM 16 3000
グリーン 

(RoHS 準拠、

Sb/Br 非含有)

CU 
NIPDAU

レベル-1-260C-
UNLIM -40～125 MF204B

(1) マーケティング ステータスの値は次のように定義されています。

供給中：新しい設計への使用が推奨される量産デバイス。
最終受注中：テキサス・インスツルメンツによりデバイスの生産中止予定が発表され、ライフタイム購入期間が有効です。
非推奨品：新規設計には推奨しません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、 テキサス・インスツルメンツでは新規

設計にこの部品を使用することを推奨していません。
量産開始前：量産されていない、市販されていない、またはウェブで発表されていない未発表デバイスで、サンプルは提供されていません。
プレビュー：デバイスは発表済みですが、まだ生産は開始されていません。サンプルが提供される場合と提供されない場合があります。
生産中止品：テキサス・インスツルメンツはデバイスの生産を終了しました。
スペース

(2) エコ プラン - 環境に配慮した計画的な分類：鉛フリー (RoHS)、鉛フリー (RoHS 適用除外)、またはグリーン (RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) があり

ます。最新情報および製品内容の詳細については、http://www.ti.com/productcontent でご確認ください。

未定：鉛フリー / グリーン転換プランが策定されていません。

鉛フリー (RoHS)：テキサス・インスツルメンツにおける「Lead-Free」または「Pb-Free」(鉛フリー) は、6 つの物質すべてに対して現在の RoHS 要
件を満たしている半導体製品を意味します。これには、同種の材質内で鉛の重量が 0.1% を超えないという要件も含まれます。高温はんだに対

応した テキサス・インスツルメンツ鉛フリー製品は、鉛フリー仕様プロセスでの使用に適しています。

鉛フリー (RoHS 適用除外)：この部品は、1) ダイとパッケージとの間に鉛ベース フリップ チップのはんだバンプ使用、または 2) ダイとリードフレ

ームとの間に鉛ベースの接着剤を使用、のいずれかについて、RoHS が免除されています。この部品はそれ以外の点では、上記の定義の鉛フリ

ー (RoHS 準拠) の条件を満たしています。

グリーン (RoHS 準拠、Sb/Br 非含有)：テキサス・インスツルメンツにおけるグリーンは、鉛フリー (RoHS 互換) に加えて、臭素 (Br) およびアンチ

モン (Sb) をベースとした難燃材を含まない (均質な材質中の Br または Sb 重量が 0.1％ を超えない) ことを意味しています。

(3) MSL、ピーク温度-- JEDEC 業界標準分類に従った耐湿性レベル、およびピークはんだ温度です。

スペース
(4) ロゴ、ロット トレース コード情報、または環境カテゴリに関する追加マークがデバイスに表示されることがあります

スペース
(5) 複数のデバイス マーキンクが、括弧書きされています。「～」で区切られた括弧書きデバイス マーキングだけがデバイスに表示されます。行がイ

ンデントされている場合は、前行の続きということです。2 行合わせたものが、そのデバイスのデバイス マーキング全体となります。

重要なお知らせと免責事項：このページに掲載されている情報は、発行日現在のテキサス・インスツルメンツの知識および見解を示すものです。テキサス・インスツル
メンツの知識および見解は、第三者によって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第
三者からの情報をより良く統合するための努力は続けております。テキサス・インスツルメンツでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、
引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。テキサス・インスツルメンツお
よび テキサス・インスツルメンツのサプライヤは、特定の情報を機密情報として扱っているため、CAS 番号やその他の制限された情報が公開されない場合がありま

す。

いかなる場合においても、そのような情報から生じた TI の責任は、このドキュメント発行時点での TI 製品の価格に基づく TI からお客様への合計購入価格 (年次ベ

ース) を超えることはありません。
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13.1.2 テープおよびリール情報

Reel Width (W1)

REEL DIMENSIONS

A0

B0

K0

W

Dimension designed to accommodate the component length

Dimension designed to accommodate the component thickness

Overall width of the carrier tape

Pitch between successive cavity centers

Dimension designed to accommodate the component width

TAPE DIMENSIONS

K0 P1

B0 W

A0Cavity

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

Pocket Quadrants

Sprocket Holes

Q1 Q1Q2 Q2

Q3 Q3Q4 Q4

Reel
Diameter

User Direction of Feed

P1

デバイス
パッケージ

タイプ
パッケージ

図
ピン SPQ リール

直径 (mm)
リール

幅 W1 (mm)
A0

(mm)
B0

(mm)
K0

(mm)
P1

(mm)
W

(mm)
ピン 1 の

象限

SN65MLVD204BDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1

SN65MLVD204BRUMR WQFN RUM 16 3000 330.0 12.4 4.25 4.25 1.15 8.0 12.0 Q2
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TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

Width (mm)

W
L

H

デバイス パッケージ タイプ パッケージ図 ピン SPQ 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
SN65MLVD204BDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6

SN65MLVD204BRUMR WQFN RUM 16 3000 367.0 367.0 35.0
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PACKAGE OUTLINE

C

.228-.244 TYP
[5.80-6.19]

.069 MAX
[1.75]

6X .050
[1.27]

8X .012-.020
[0.31-0.51]

2X

.150
[3.81]

.005-.010 TYP
[0.13-0.25]

0 - 8
.004-.010
[0.11-0.25]

.010
[0.25]

.016-.050
[0.41-1.27]

4X (0 -15 )

A

.189-.197
[4.81-5.00]

NOTE 3

B .150-.157
[3.81-3.98]

NOTE 4

4X (0 -15 )

(.041)
[1.04]

SOIC - 1.75 mm max heightD0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

4214825/C   02/2019

NOTES:

1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches.
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.

2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not

exceed .006 [0.15] per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.

1
8

.010 [0.25] C A B

5

4

PIN 1 ID AREA

SEATING PLANE

.004 [0.1] C

SEE DETAIL A

TYPICAL
DETAIL A

SCALE  2.800
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EXAMPLE BOARD LAYOUT

.0028 MAX
[0.07]
ALL AROUND

.0028 MIN
[0.07]
ALL AROUND

(.213)
[5.4]

6X (.050 )
[1.27]

8X (.061 )
[1.55]

8X (.024)
[0.6]

(R.002 ) TYP
[0.05]

SOIC - 1.75 mm max heightD0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

4214825/C   02/2019

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

METAL
SOLDER MASK
OPENING

NON SOLDER MASK
DEFINED

SOLDER MASK DETAILS

EXPOSED
METAL

OPENING
SOLDER MASK METAL UNDER

SOLDER MASK

SOLDER MASK
DEFINED

EXPOSED
METAL

EXPOSED METAL SHOWN
LAND PATTERN EXAMPLE

SCALE:8X

SYMM

1

4
5

8

SEE
DETAILS

SYMM
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EXAMPLE STENCIL DESIGN

8X (.061 )
[1.55]

8X (.024)
[0.6]

6X (.050 )
[1.27]

(.213)
[5.4]

(R.002 ) TYP
[0.05]

SOIC - 1.75 mm max heightD0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

4214825/C   02/2019

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.

9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL

SCALE:8X

SYMM

SYMM

1

4
5

8
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PACKAGING INFORMATION

Orderable part number Status
(1)

Material type
(2)

Package | Pins Package qty | Carrier RoHS
(3)

Lead finish/
Ball material

(4)

MSL rating/
Peak reflow

(5)

Op temp (°C) Part marking
(6)

SN65MLVD204BD Active Production SOIC (D) | 8 75 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 MF204B

SN65MLVD204BD.B Active Production SOIC (D) | 8 75 | TUBE Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 MF204B

SN65MLVD204BDR Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 MF204B

SN65MLVD204BDR.B Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 MF204B

SN65MLVD204BRUMR Active Production WQFN (RUM) | 16 3000 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 MLVD
204B

SN65MLVD204BRUMR.B Active Production WQFN (RUM) | 16 3000 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 MLVD
204B

SN65MLVD204BRUMT Active Production WQFN (RUM) | 16 250 | SMALL T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 MLVD
204B

SN65MLVD204BRUMT.B Active Production WQFN (RUM) | 16 250 | SMALL T&R Yes NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 MLVD
204B

 
(1) Status:  For more details on status, see our product life cycle.

 
(2) Material type:  When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance,
reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional
waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

 
(3) RoHS values:  Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

 
(4) Lead finish/Ball material:  Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum
column width.

 
(5) MSL rating/Peak reflow:  The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown.
Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

 
(6) Part marking:  There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

 
Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two
combined represent the entire part marking for that device.
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Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and
makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative
and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers
and other limited information may not be available for release.

 
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.
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TAPE AND REEL INFORMATION

Reel Width (W1)

REEL DIMENSIONS

A0
B0
K0
W

Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers

Dimension designed to accommodate the component width

TAPE DIMENSIONS

K0  P1

B0 W

A0Cavity

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

Pocket Quadrants

Sprocket Holes

Q1 Q1Q2 Q2

Q3 Q3Q4 Q4 User Direction of Feed

P1

Reel
Diameter

 
*All dimensions are nominal

Device Package
Type

Package
Drawing

Pins SPQ Reel
Diameter

(mm)

Reel
Width

W1 (mm)

A0
(mm)

B0
(mm)

K0
(mm)

P1
(mm)

W
(mm)

Pin1
Quadrant

SN65MLVD204BDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1

SN65MLVD204BRUMR WQFN RUM 16 3000 330.0 12.4 4.25 4.25 1.15 8.0 12.0 Q2

SN65MLVD204BRUMT WQFN RUM 16 250 180.0 12.4 4.25 4.25 1.15 8.0 12.0 Q2
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TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

Width (mm)

W L

H

 
*All dimensions are nominal

Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)

SN65MLVD204BDR SOIC D 8 2500 353.0 353.0 32.0

SN65MLVD204BRUMR WQFN RUM 16 3000 367.0 367.0 35.0

SN65MLVD204BRUMT WQFN RUM 16 250 210.0 185.0 35.0
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TUBE
 
 

L - Tube length
T - Tube  
height

W - Tube  
width

B - Alignment groove width
 
 
*All dimensions are nominal

Device Package Name Package Type Pins SPQ L (mm) W (mm) T (µm) B (mm)

SN65MLVD204BD D SOIC 8 75 507 8 3940 4.32

SN65MLVD204BD.B D SOIC 8 75 507 8 3940 4.32

Pack Materials-Page 3
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PACKAGE OUTLINE

C

.228-.244  TYP
[5.80-6.19]

.069 MAX
[1.75]     

6X .050
[1.27]

8X .012-.020
     [0.31-0.51]

2X
.150
[3.81]

.005-.010  TYP
[0.13-0.25]

0 - 8 .004-.010
[0.11-0.25]

.010
[0.25]

.016-.050
[0.41-1.27]

4X (0 -15 )

A

.189-.197
[4.81-5.00]

NOTE 3

B .150-.157
[3.81-3.98]

NOTE 4

4X (0 -15 )

(.041)
[1.04]

SOIC - 1.75 mm max heightD0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

4214825/C   02/2019

NOTES: 
 
1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches.
    Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M. 
2. This drawing is subject to change without notice. 
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
    exceed .006 [0.15] per side. 
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.
 

1
8

.010 [0.25] C A B

5
4

PIN 1 ID AREA

SEATING PLANE

.004 [0.1] C

 SEE DETAIL A

DETAIL A
TYPICAL

SCALE  2.800
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EXAMPLE BOARD LAYOUT

.0028 MAX
[0.07]
ALL AROUND

.0028 MIN
[0.07]
ALL AROUND
 

(.213)
[5.4]

6X (.050 )
[1.27]

8X (.061 )
[1.55]

8X (.024)
[0.6]

(R.002 ) TYP
[0.05]

SOIC - 1.75 mm max heightD0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

4214825/C   02/2019

NOTES: (continued)
 
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs. 
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
 

METAL
SOLDER MASK
OPENING

NON SOLDER MASK
DEFINED

SOLDER MASK DETAILS

EXPOSED
METAL

OPENING
SOLDER MASK METAL UNDER

SOLDER MASK

SOLDER MASK
DEFINED

EXPOSED
METAL

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN

SCALE:8X

SYMM

1

4
5

8

SEE
DETAILS

SYMM
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EXAMPLE STENCIL DESIGN

8X (.061 )
[1.55]

8X (.024)
[0.6]

6X (.050 )
[1.27]

(.213)
[5.4]

(R.002 ) TYP
[0.05]

SOIC - 1.75 mm max heightD0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

4214825/C   02/2019

NOTES: (continued)
 
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
    design recommendations.   
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
 

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL

SCALE:8X

SYMM

SYMM

1

4
5

8
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GENERIC PACKAGE VIEW

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

WQFN - 0.8 mm max heightRUM 16
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD4 x 4, 0.65 mm pitch

4224843/A
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